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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成22年10月14日(2010.10.14)

【公表番号】特表2010-512260(P2010-512260A)
【公表日】平成22年4月22日(2010.4.22)
【年通号数】公開・登録公報2010-016
【出願番号】特願2009-540670(P2009-540670)
【国際特許分類】
   Ｂ３２Ｂ   9/00     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/515    (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/42     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ３２Ｂ   9/00    　　　Ａ
   Ｃ２３Ｃ  16/515   　　　　
   Ｃ２３Ｃ  16/42    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成22年8月24日(2010.8.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基体と、コーティングされた該基体の表面の少なくとも一部を形成する、該基体の上に
堆積されるコーティングとを有する複合材であって、該コーティングは、元素Ｓｉ、Ｃ、
Ｏ及びＨを含有する化合物を有し、Ｓｉ、Ｃ、Ｏ及びＨ以外の他の元素は、１０％未満、
好ましくは５％未満の含量を有し、ここで、該化合物は、組成ＳｉＯｘＣｙＨｚ（式中、
ｘは１未満である）を有し、水に対して１００度以上の接触角を有することを特徴とする
、基体と、該基体の上に堆積されるコーティングとを有する複合材。
【請求項２】
　ｘは０．６～０．９、好ましくは０．７～０．８の範囲にあり、ｙは１．２～３．３の
範囲、好ましくは１．５～２．５の範囲にあることをさらに特徴とする、請求項１に記載
の複合材。
【請求項３】
　前記コーティングはフッ素を含まないことをさらに特徴とする、請求項１又は２のいず
れか一項に記載の複合材。
【請求項４】
　前記コーティングは、重合体、好ましくは架橋重合体を含むことをさらに特徴とする、
請求項１～３のいずれか一項に記載の複合材。
【請求項５】
　無機層は、前記元素Ｃ、Ｏ及びＨを含有する化合物を有し且つ最上層を形成する前記コ
ーティングと、前記基体との間に埋設されることをさらに特徴とする、請求項１～４のい
ずれか一項に記載の複合材。
【請求項６】
　前記基体は中空体、特に容器から成り、且つ前記コーティングは該容器の内側に堆積さ
れることをさらに特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の複合材。
【請求項７】
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　前記コーティングは、２６μＬの体積を有する水滴に対して、９０度未満、好ましくは
５０度未満、特に好ましくは３０度未満の流出角又は排水角を有することをさらに特徴と
する、請求項１～６のいずれか一項に記載の複合材。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の複合材を有する、容器又は充填準備済み容器。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の複合材を製造する方法であって、プラズマ支援化
学蒸着によってコーティングを前記基体上に堆積させ、堆積のために、ケイ素含有ガス成
分、並びにさらなる気体成分として炭素及び酸素を有するプロセスガスを、該基体により
少なくとも一部の境界が定められる反応チャンバ内に通し、且つ前記反応チャンバ内のプ
ラズマを電磁エネルギのパルス放射によって点火し、該プラズマ内における反応生成物の
形成をもたらし、この生成物は前記基体上に層として堆積することを特徴とし、０．１μ
ｓ～５００μｓ、好ましくは０．５μｓ～１００μｓ、特に好ましくは１μｓ～５０μｓ
のパルス時間を有するパルスプラズマを使用することをさらに特徴とする、複合材を製造
する方法。
【請求項１０】
　ＳｉＯｘＣｙＨｚ（式中、ｘの比率は最大１．２である）形態の組成を有し、Ｓｉ、Ｏ
、Ｃ及びＨ以外の他の元素は、１０％未満、好ましくは５％未満の含量を有する、前記層
、又は多層コーティングの場合では前記最上層を堆積させる、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記最上層の作製に関して、プラズマプロセスを使用し、その質量当たりの平均エネル
ギ入力εＭは、１０－１Ｊ／ｋｇ～１０９Ｊ／ｋｇの範囲、好ましくは１０２Ｊ／ｋｇ～
５×１０６Ｊ／ｋｇの範囲であり、質量当たりの該平均エネルギ入力εＭは、
【数１】

によって定義され、平均出力は、
【数２】

であり、
ここで、
【数３】

は、平均マイクロ波出力を表し、Ｆｉは、成分Ｏ２、前駆体、及び適切であればキャリア
ガスを有するプロセスガス混合物の成分ｉの流量を表し、

【数４】

は、成分ｉの分子量を表し、Δｔｐｂはパルス時間を表し、Δｔｐｔはパルス相を表し、
且つＷｐはパルス出力を表すことをさらに特徴とする、請求項１０に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記パルスプラズマで、エネルギ入力を伴わない一定のパルス停止時間を連続的に前記
パルス間に設け、このパルス停止時間は前記パルス時間よりも長く、好ましくは０．１ｍ
ｓ～２００ｍｓ、特に好ましくは０．５ｍｓ～１００ｍｓ、最も特に好ましくは１ｍｓ～
５０ｍｓであり、パルス停止時間とパルス時間との比率は、少なくとも５：１、好ましく
は１０：１であることをさらに特徴とする、請求項９～１１のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項１３】
　前記層の前記堆積前に、前記基体を、アルゴン等の希ガス、窒素等の不活性ガス、酸素
等の酸素含有ガス、若しくはアンモニア等の窒素含有ガスを用いて、又は赤外放射器を用
いてコーティングリアクタの外部で、好ましくは４０℃～３００℃の温度に、特に好まし
くは６０℃～２００℃の温度に加熱することをさらに特徴とする、請求項９～１２のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　時間平均したときの前記コーティングの堆積中のプラズマの発光は、時間平均したとき
の前記加熱プラズマの発光よりも、少なくとも１０倍、好ましくは少なくとも１０２倍、
特に好ましくはさらに少なくとも１０３倍低いことをさらに特徴とする、請求項１３に記
載の方法。
【請求項１５】
　プラズマ堆積による前記コーティングを、炭素含有出発化合物及びケイ素含有出発化合
物を含有し、好ましくは有機ケイ素出発化合物を含有するプロセスガスにより、特に好ま
しくは、以下の成分：ヘキサメチルジシロキサン、テトラメチルジシロキサン、ヘキサメ
チルジシラザン、ＴＭＣＴＳ、ＴＭＤＳＮ、ＴＭＳの少なくとも１つを含有するプロセス
ガスにより製造し、前記有機ケイ素前駆体の分率は１０％超、好ましくは５０％超、特に
好ましくは９５％超であるプロセスガス組成を、前記最上層の前記堆積に使用することを
さらに特徴とする、請求項９～１４のいずれか一項に記載の方法。
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